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NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistor
Fir sehr schnelle Schaltanwendungen

* Mechanische Daten
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Duer Kollakbor it alektisch mit dem Gehluse verbunden

* Absolute Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung 40 v
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 1) 40 v
Kaollektor-Emitterspannung (Bem. & 20V
Emitter-Basis-Spannung Y
Kollektor-Dauerstrom 200 mA,
Kollektor-Spitzenstrom (Bam. 3) OO miA
Gesamtverlustleistung bei (od. darunter) Ty = 25°C (Bem. 4) 036W
Gesamtvariustleistung bei (od. darunter) Te = 25 °C (Bem. §) 1.2W
Gesamtvarlustleistung bei Tg = 100°C 0w
Kollektor-Sperrschichttemperatur 200°C
Lagerungs-Temperaturberaich —G5 *C bis +200°C

Bamerkungen:

1. Diesar Wart liagt an, wenn die Basis-Emitterdiode kurzgeschlossen ist.

2. Dieser Wert liegt zwischen 10 gA und 10 mA Kollektorstrom, wenn dle Basis-Emitterdiode
offen ist.

3. Gilt bei Impulsbreiten = 10 us.

4, Lineare Abnahme bis Ty = 200°C mit 2,06 mW/"C.

5. Lineara Abnahme bis Tg = 200 *C mit 6,85 mW/*C.

* JEDEC registriert.
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* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C {wenn nicht anders angegeben)
Parameter Prifbedingungen min max Einh.
Uipricpo Hollektor-Basis- lg= 100 A, lg=20 40 W
Durchbruchspannung
Usriceo Kollektor-Emitter- lg=10mA, lg=0 (Bem. 6) 20 v
Durchbruchspannung
Ueryces Hollektor-Emitter- lg= 100 pA, Upg =0 40 )
Durehbruchspannung
Umr)ero Emitter-Basis- g = 100 uh, lg=10 5 "]
Durchbruchspannung
lcgs Kollektor-Emitier- Upg =20V, Upg=0 0,3 iy
Reststrom Ugg =20V, Upg =0, Tu = 126°C 40 b
B Basisstrom Ugg =20V, Upg=10 —0.3 Py
hyg Gleichstromverstérkung Ugg =04V, lg=10mA (Bem. &) %
Uce =04V, lg=30mA (Bem. 6 a0 120
Uge =1V, Ilg=100mA (Bem, &) 25
Ucg =04V, lg=30mA, Ty=—55°C 12
(Bem. &)
Uge Basis-Emitterspannung Ig=1mA, lg=10mA (Bem. &) 07 080 vV
Ip=3mA, Ilg=30mA (Bem,&) 07 0% WV
Ig = 10 mA, g =100 mA (Bem. B) 120 WV
Uce(saty HKollektor-Emitter- Ip=1mA, Ilg=10mA (Bem.§) 018 v
Restspannung lg=3mA, Ilg=230mA (Bem, ) 018 v
Ig = 10 mA, g = 100 mA (Bemn, 6) 03 v
lg=3mA, log=30mA Ty=125°C 02 v
(Bem. 6)
| haie| Betrag der KurzschluB- Ugeg =10V, lg=30mA, f= 100 MHz 35
Stromverstirkung
Con Leerlauf-Ausgangs- Uga=5Y, Ilg=0 f = 140 kMHz 5.0 pF
kapazitat
Cin Leerlauf-Eingangs- Uga=05Y, le=0, f = 140 kHz 20 pF
kaparitat
Bemerkung:

6. Impulsmalig gemessen: Impulsbreite = 300 us
Tastverhéltnis = 29

* JEDEC registriert.
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* Schaltwerte bei Ty = 26°C

Parameter Prifbedingungent max  Elnh.

ton  Einschaltzeit lg = 30 mA, Ippy =3 mA, Ungetn = 0, 16 ns
Ry = 62 Q (Bild 1)

torr  Ausschaltzeit lg = 30 mA, lgpy = 3 mA, lpp = —3.5 mA, 5 ns
AL =62 Q (Bid 1)

ta Speicherzeit Ig = Igjiy = —Ippy = 10 mA (Bild 2) 18 ns

t Mennwarte

* Schaltzeitmessung

Eingaryg

(Bem. a und by

Bild 1 — Ein- und Ausschaltzeiten

* JEDEC registriart.
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Bemerkungen:

a) Die Eingangs-Signalformen erzeugt ein Impulsgenerator mit folgenden Daten:
Zausg = 50 Q, tr = 1 ns, { = 1 ns, Impulsbreite = 300 ns, Tastverhiltnis = 234,

b) Signalformen (Bild 1) auf einem Oszillographen mit folgenden Daten betrachtet: te = 1 ns,
Reing = 100 k@,

¢) Ausgangs-Signalformen (Bild 2) auf einem Oszillographen mit folgenden Daten betrachtet:
trﬂ 1 nﬁ.zEd_n_[ - 50 Q,

* Schaltzeitmessung
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Bild 2 — Speicherzeit

* JEDEC registriert.
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